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Fig.1 ex-situ FT-IR spectra of a-C:H films. 
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【序】我々は、H原子のトンネル反応と電子線誘起反応を組み合わせた薄膜合成法(EBICVD-LTTR

法)により、種々の炭化水素を原料に用いて水素化アモルファスカーボン薄膜(a-C:H)の極低温合成

を試みてきた。メタン（CH4）,アセチレン（C2H2）やベンゼン（C6H6）の昇華温度よりやや低い

温度で合成した a-C:H は緻密性が高く、サブサーフェスにおける水素定常濃度が薄膜の物性およ

び構造を支配する因子であることを見出している 1-3)。今回アダマンタン（C10H16）を原料として

a-C:H を合成し、各種分光計測により物性を評価し、CH4や C2H2を原料ガスとした場合の膜質と

比較することにより、a-C:H の構造における原料ガスの依存性に関する知見を得たので報告する。 

【実験】30～40Kに冷却した Si 基板上に原料ガスを蒸着しながら Heまたは Ar-DC照射により生

成した低速電子線および準安定励起種(He*,Ar*)を同時に照射することにより a-C:H を合成した。

この基板温度領域では Ar を放電ガスに用いた場合、薄膜（凝縮膜）中への Ar 吸着が起こるため

電子衝撃により成長表面近傍における準安定励起種（Ar*）によるペニング効果が期待できる。

成長する薄膜表面は、高感度反射赤外分光法によりその場・実時間観察（in-situ IR-RAS）を行っ

た。また、a-C:H の大気圧下における赤外透過吸収法により観察した C-Hn伸縮振動スペクトルの

波形分離を行い、結合状態や結合水素濃度(CH)を調べた。分光エリプソメトリにより膜厚および

光学定数を、レーザーラマン散乱分光により D, G バンドの強度比（ID/IG比）を求めた。 

【結果】Fig. 1 に a-C:H の ex-situ IR ス

ペクトルを示す。括弧内の値は CH

（at. %）を示す。He-DC照射の場合、

CH4と C10H16はともに sp
3結合の炭素

結合が支配的である。C2H2や C6H6を

原料とした場合には、炭素結合は sp
3
 

に次いで sp
2が支配的であり、僅かに

sp 結合が形成されている。C6H6 を原

料とし Ar-DC 照射した場合、He-DC

照射に比べ sp
2の割合が増大している。

これは Ar*の内部エネルギーが He*の

に比べ低いため、比較的ソフトな分解

が起こったと推測される。 

以上の結果から、膜質は原料ガス種や、希ガ

スの吸着（凝縮）状態に依存していることが

分った。 
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